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図 3: 局所場帯磁率の分布｡破線は
log(xl｡C,i)の大きな領域におけるデータを
フィッティングすることにより得られた｡
研究会報告
的に小さな確率で極めて大きなクラスターを形成していると考えられる｡
3 まとめ
β-1/2の二次元量子反強磁性ハイゼンベルグ系におけるスピンギャップ状態のボンド希釈の
効果を調べた｡ボンド希釈系においては､サイト希釈系で誘起された有効交換積分 Jmnに加え
て､同じ希釈ボンド端に誘起した有効スピン間の有効交換積分Jafも生じ､それらが競合するこ
とによりスピンギャップ-量子グリフィス一反強磁性相聞の量子相転移が起ることが分かった｡無秩
序相内でスピンギャップ相と量子グリフィス相がどのような関係にあるかは興味深い問題であり､
今後､無秩序相内における系統的な研究を行う予定である｡
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